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В работе предложена физико-математическая модель для расчета параметров профилей распределения примесей и дефектов при ионно-лучевом легировании и постимплантационном отжиге тонкопленочных структур «кремний на сапфире». Модель учитывает влияние структурных неоднородностей эпитаксиальной пленки кремния на пробеги ионов и изменение коэффициентов диффузии примеси за счет существующих в гетероструктуре полей упругих напряжений.

